
+

R1

R2 –V1

V2

VS

!"ન 1(અ) [3 ગુણ]  
(ા*ા અાપાે. : ૧) .ાંચ ૨) જં3ન ૩) મેશ

ઉ8ર:

.ાંચ: !ાંચ અેટલ ેઅેક અથવા વધારે સ/ક0 ટ ત2ાે જ ેનેટવક5 ના બે નાેડ્સ વ9ે :ેડાયેલા હાેય.

જં3ન: જં=ન (અથવા નાેડ) અેટલે અેવું ?બ@ દુ Bાં બે અથવા વધારે સ/ક0 ટ ત2ાે અેકબી: સાથે :ેડાયેલા હાેય.

મેશ: મેશ અેટલે નેટવક5 માં અેક બંધ પથ જમેાં અG કાેઈ બંધ પથ તેની અંદર ન હાેય.

મેમરી ટ< ીક: "BJM: Branches Join at junctions to Make meshes"

!"ન 1(બ) [4 ગુણ]  
જરુરી સ@કA ટ સાથે વાેDેજ અને કરંટ @ડFવઝન નાે Hનયમ લખાે.

ઉ8ર:

વાેDેજ @ડFવઝન Hનયમ: Iસરીઝ સ/ક0 ટમાં, કાેઈપણ ઘટક પરનાે વાેMેજ તેના રેIઝNOના Pમાણમાં હાેય છે.

 

સૂM: V₁ = VS × (R₁/(R₁+R₂))

ઉપયાેગ: Iસરીઝ ઘટકાે પરના RSTગત વાેMેજ ડV ાેWસ શાેધવા માટે વપરાય છે

કરંટ @ડFવઝન Hનયમ: પેરેલલ સ/ક0 ટમાં, કાેઈપણ શાખામાંથી પસાર થતાે કરંટ તેના રેIઝNOના RYત Pમાણમાં હાેય છે.
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સૂM: I₁ = IS × (R₂/(R₁+R₂))

મુ* NસOાંત: કરંટ અાેછા રેIઝNOના ેમાગ5 પસંદ કરે છે

મેમરી ટ< ીક: "VoSe CuPa: Voltage divides in Series, Current divides in Parallel"

!"ન 1(ક) [7 ગુણ]  
Fig. (૧) માં બતાવેલ નેટવકQ  માટે Rાફ અને ટ< ી દાેરા.ે Rાફ પર UલV ક કરંટ બતાવાે. સાથે ટ< ી માટે ટાઇ-સેટ સેXુલ લખા.ે

ઉ8ર:

નેટવકQ નાે Rાફ:

 

નેટવકQ નું ટ< ી (બાેZ અેજ સાથે બતાવેલ):
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A

B

C D

UલV ક/ટ< ી
શાખા

શાખા 1
(AB)

શાખા 3
(AC)

શાખા 4
(CD)

શાખા 2
(BD)

શાખા 6
(BC)

શાખા 7
(AD)

શાખા 5
(CD)

[લ@ ક 1
(BD)

1 0 0 1 0 0 0

[લ@ ક 2
(BC)

1 1 0 0 1 0 0

[લ@ ક 3
(AD)

0 0 1 0 0 1 0

[લ@ ક 4
(CD)

0 0 1 0 0 0 1

 

UલV ક કરંટ (બાકીની શાખાઅાે પર બતાવેલ જ ેટV ીનાે ભાગ નથી):

[લ@ ક 1: શાખા 2 (BD)

[લ@ ક 2: શાખા 6 (BC)

[લ@ ક 3: શાખા 7 (AD)

[લ@ ક 4: શાખા 5 (CD)

ટાઇ-સેટ સેXુલ:

મેમરી ટ< ીક: "TGLT: Trees Generate Link-current Tie-sets"

!"ન 1(ક) OR [7 ગુણ]  
Fig. (૧) માં બતાવેલ નેટવકQ  માટે Rાફ અને ટ< ી દાેરા.ે ટ< ી પર .ાંચ વાેDેજ બતાવાે. સાથે ટ< ી માટે કટ-સેટ સેXુલ લખાે.

ઉ8ર:

નેટવકQ નાે Rાફ:
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V₁

V₃ V₄

A

B

C D

કટ-સેટ/
શાખા

શાખા 1
(AB)

શાખા 3
(AC)

શાખા 4
(CD)

શાખા 2
(BD)

શાખા 6
(BC)

શાખા 7
(AD)

શાખા 5
(CD)

કટ-સેટ 1
(AB)

1 0 0 -1 -1 0 0

કટ-સેટ 2
(AC)

0 1 0 0 1 -1 0

કટ-સેટ 3
(CD)

0 0 1 1 0 1 1

 

નેટવકQ નું ટ< ી (બાેZ અેજ સાથે બતાવેલ અને !ાંચ વાેMેજ સાથે):

 

કટ-સેટ સેXુલ:

મેમરી ટ< ીક: "CGVS: Cut-sets Generate Voltage Sources"

!"ન 2(અ) [3 ગુણ]  
(ા*ા અાપાે: ૧) અેYZવ અને પેNસવ ને[કQ  ૨) યુHનલેટરલ અન ેબાઇ-લેટરલ નેટવકQ .

ઉ8ર:

અેYZવ નેટવકQ : અેવું નેટવક5  જમેાં અેક કે વધારે EMF ]ાેત (વાેMેજ/કરંટ ]ાેત) હાેય જ ેસ/ક0 ટને ઊ:5 પૂરી પાડે છે.

પેNસવ નેટવકQ : અેવું નેટવક5  જમેાં મા` પેIસવ ત2ાે જવેા કે રેIઝNર, કેપેIસટર અને ઇbcર હાેય, કાેઈ ઊ:5 ]ાેત ન હાેય.
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નેટવક5 ના Pકાર

અેdcવ: ]ાેત ધરાવ ે
છે

પેIસવ: ]ાેત નથી યુ/નલેટરલ: ડાયાેડ/
ટV ાefNર

બાઇલેટરલ: R, L, C 
ત2ાે

યુHનલેટરલ નેટવકQ : અેવું નેટવક5  જમેાં ઇનપુટ અને અાઉટપુટ ટhમ0 નi બદલવાથી તેની Pાેપટj અને પરફાેમ5O બદલાય છે.

બાઇલેટરલ નેટવકQ : અેવું નેટવક5  જમેાં ઇનપુટ અને અાઉટપુટ ટhમ0 નi બદલવાથી તેની Pાેપટj અને પરફાેમ5O સમાન રહે છે.

અાકૃFત:

 

મેમરી ટ< ીક: "APUB: Active Provides energy, Unilateral Blocks reversal"

!"ન 2(બ) [4 ગુણ]  
Z પેરાFમટર માટે સમીકરણ લખાે અને Z11, Z12, Z21, Z22 અે સમીકરણાે પરથી તારવાે.

ઉ8ર:

Z-પેરાhમટસ5 બે-પાેટ5  નેટવક5 મા ંપાેટ5  વાેMેજ અને કરંટ વ9ેનાે સંબંધ Rાlાmયત કરે છે:

સમીકરણાે:

V₁ = Z₁₁I₁ + Z₁₂I₂

V₂ = Z₂₁I₁ + Z₂₂I₂

તારણ:

Z₁₁ = V₁/I₁ (I₂ = 0 સાથે): અાઉટપુટ પાેટ5  અાેપન-સ/ક0 ટ હાેય nારે ઇનપુટ ઇoીડO

Z₁₂ = V₁/I₂ (I₁ = 0 સાથે): ઇનપુટ પાેટ5  અાેપન-સ/ક0 ટ હાેય nારે /રવસ5 ટV ાOફર ઇoીડO

Z₂₁ = V₂/I₁ (I₂ = 0 સાથે): અાઉટપુટ પાેટ5  અાેપન-સ/ક0 ટ હાેય nારે ફાેરવડ5  ટV ાOફર ઇoીડO

Z₂₂ = V₂/I₂ (I₁ = 0 સાથે): ઇનપુટ પાેટ5  અાેપન-સ/ક0 ટ હાેય nારે અાઉટપુટ ઇoીડO

મેમરી ટ< ીક: "Z Impedance: Open circuit gives correct Parameters"

!"ન 2(ક) [7 ગુણ]  
]ા^ડQ  T નેટવકQ  માટે કેરZ@ર_]ક ઇ`aડb (ZOT) નુ સમીકરણ તારવાે.

ઉ8ર:

Nાbડ5  T-નેટવક5  માટે:
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Port-1 Z1 Junction

Z2 Port-2

Z3 Ground

 

તારણના પગલાં:

1. Iસમે/ટVક T-નેટવક5  માટે, Z₁ = Z₂

2. મેpડ કqbશન હેઠળ, ઇનપુટ ઇtoડO કેરેc/રtNક ઇtoડO બરાબર હાેય

3. Z₀ₜ = Z₁ + (Z₁×Z₃)/(Z₁ + Z₃)

4. બેલેuv T-નેટવક5  Bાં Z₁ = Z₂ = Z/2 અને Z₃ = Z માટે:

5. Z₀ₜ = Z/2 + (Z/2×Z)/(Z/2 + Z)

6. Z₀ₜ = Z/2 + (Z²/2)/(Z + Z/2)

7. Z₀ₜ = Z/2 + (Z²/2)/(3Z/2)

8. Z₀ₜ = Z/2 + Z²/3Z

9. Z₀ₜ = Z/2 + Z/3

10. Z₀ₜ = (3Z + 2Z)/6

11. Z₀ₜ = √(Z₁(Z₁ + 2Z₃))

અંFતમ સમીકરણ: Z₀ₜ = √(Z₁(Z₁ + 2Z₃))

મેમરી ટ< ીક: "TO Impedance: Two arms Over middle branch"

!"ન 2(અ) OR [3 ગુણ]  
(ા*ા અાપાે. ૧) ડ< ાઇવcગ પાેઇંટ ઇaીડb ૨) ટ< ાbફર ઇaીડb

ઉ8ર:

ડ< ાઇFવV ગ પાેઇંટ ઇaીડb: Bારે અG બધા wતં` ]ાેત શૂG પર સેટ હાેય nારે સમાન પાેટ5/ટhમ0 નલના :ેડા પર વાેMેજ અને કરંટનાે 
ગુણાેxર.

ટ< ાbફર ઇaીડb: Bારે અG બધા wતં` ]ાેત શૂG પર સેટ હાેય nારે અેક પાેટ5  પર વાેMેજ અને બી: પાેટ5  પર કરંટનાે ગુણાેxર.

અાકૃFત:
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ઇoીડOના 
Pકાર

ડV ાઇyવ@ ગ પાેઇંટ: V₁/I₁ અથવા V₂/I₂ ટV ાOફર: V₂/I₁ અથવા V₁/I₂

10V R₁ = 2Ω R₂ = 3Ω

R₃ = 5Ω

+

B C

D

 

મેમરી ટ< ીક: "DTSS: Driving at Terminal Same, Transfer at Separate"

!"ન 2(બ) OR [4 ગુણ]  
@કચાdફના ેવાેDેજ લાે ઉદાહરણ સાથે સમfવાે.

ઉ8ર:

@કચાdફના ેવાેDેજ લાે (KVL): સ/ક0 ટમાં કાેઈપણ બંધ લૂપની અાસપાસના તમામ વાેMેજનાે અલજ!ેાઇક સરવાળાે શૂG હાેય છે.

ગgણતમાં: ∑V = 0 (બંધ લૂપ અાસપાસ)

સ@કA ટ ઉદાહરણ:

 

:ે I = 1A, તાે:

V₁ = 1A × 2Ω = 2V

V₂ = 1A × 3Ω = 3V

V₃ = 1A × 5Ω = 5V

KVL લાગ ુકરતાં: 10V - 2V - 3V - 5V = 0 ✓

મેમરી ટ< ીક: "VACZ: Voltages Around Closed loop are Zero"

!"ન 2(ક) OR [7 ગુણ]  
Π નેટવકQ  માથી T નેટવકQ  મા બદલવાના સમીકણ તારવાે.

ઉ8ર:

π નેટવકQ ને T નેટવકQમાં hપાંતરણ:
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T 
નેટવક5

A

Za

D

B

Zb

Zc

C

π 
નેટવક5
A

B

Ya

C

Yb

Yc

 

hપાંતરણ સમીકરણા:ે

1. Za = (Ya × Yc) / Y∆

2. Zb = (Yb × Yc) / Y∆

3. Zc = (Ya × Yb) / Y∆

Bા ંY∆ = Ya + Yb + Yc

તારણ:

1. π-નેટવક5 ના Y-પેરાhમટસ5થી શzઅાત કરાે

2. શાખા અેડhમટOના સંદભ5માં Y-પેરાhમટસ5ને RT કરાે

3. મે/ટV{ ઇuવઝ5નનાે ઉપયાેગ કરીને Z-પેરાhમટસ5માં zપાંત/રત કરાે

4. Z-પેરાhમટસ5ના સંદભ5માં T-નેટવક5  ઇtoડOને RT કરાે

5. સરળ બનાવીને ઉપરના zપાંતરણ સૂ`ાે મેળવાે

મેમરી ટ< ીક: "PIE to TEA: Product over sum for opposite branch"

!"ન 3(અ) [3 ગુણ]
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I₁ = 5A

Node

I₂ = 2A

I₃ = 3A I₄ = 4A

!"ન 3(અ) [3 ગુણ]  
@કચાdફના ેકરંટ લાે ઉદાહરણ સાથ ેસમfવાે.

ઉ8ર:

@કચાdફના ેકરંટ લાે (KCL): કાેઈપણ નાેડમાં Pવેશતા અને છાેડતા તમામ કરંટના ેઅલજ!ેાઇક સરવાળાે શૂG હાેવાે :ેઈઅે.

ગgણતમાં: ∑I = 0 (કાેઈપણ નાેડ પર)

સ@કA ટ ઉદાહરણ:

 

નાેડ B પર KCL લાગુ કરતાં:

Pવેશતા કરંટ: I₁ + I₂ = 5A + 2A = 7A

છાેડતા કરંટ: I₃ + I₄ = 3A + 4A = 7A

તેથી: I₁ + I₂ - I₃ - I₄ = 5 + 2 - 3 - 4 = 0 ✓

મેમરી ટ< ીક: "CuNoZ: Currents at Node are Zero"

!"ન 3(બ) [4 ગુણ]  
જરુરી સમીકરણાે સાથે મેશ અેનાUલNસસ સમfવા.ે

ઉ8ર:

મેશ અેનાUલNસસ: અેક સ/ક0 ટ અેના[લIસસ તકનીક જ ેમ|Mપલ લૂWસ વાળી સ/ક0 ટને ઉકેલવા માટે મેશ કરંટ્સનાે ઉપયાેગ કરે છે.

પગલા:ં

1. સ/ક0 ટમાં બધા મેશ (બંધ લૂપ) અાેળખાે

2. દરેક મેશને મેશ કરંટ સા}પાે

3. દરેક મેશ પર KVL લાગુ કરાે

4. પ/રણામી સમીકરણ IસNમને ઉકેલાે
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R₁ R₃

R₂

V₁

+

V₂

+
A

B

CD E

ઉદાહરણ સ@કA ટ:

 

સમીકરણાે:

મેશ 1: V₁ = I₁R₁ + I₁R₂ - I₂R₂

મેશ 2: V₂ = I₂R₂ + I₂R₃ - I₁R₂

મેમરી ટ< ીક: "MILK: Mesh Is Loop with KVL"

!"ન 3(ક) [7 ગુણ]  
થીવીનીન ના ેથીયરમ લખાે અને સમfવાે.

ઉ8ર:

થીવીનીનનાે NસOાંત: કાેઈપણ લીનીયર નેટવક5  જમેાં વાેMેજ અને કરંટ ]ાેત હાેય તેને અેક વાેMેજ ]ાેત (VTH) અને અેક રેIઝNO (RTH) 
સીરીઝમાં ધરાવતા તુ~ સ/ક0 ટ �ારા બદલી શકાય છે.
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થીવીનીન 
સમક�

A

VTH

+

RTH

B

મૂળ 
નેટવક5

A

જ/ટલ નેટવક5

B

 

થીવીનીન સમકi શાેધવાના પગલા:ં

1. જ ેટhમ0 નલ માટે સમક� શાેધવાની છે તેમાંથી લાેડ દૂર કરાે

2. અા ટhમ0 નi વ9ે અાેપન-સ/ક0 ટ વાેMેજ (VOC) ગણાે (= VTH)

3. તમામ ]ાેતાેને તેમના અાંત/રક રેIઝNO �ારા બદલીને સ/ક0 ટમા ંપાછા :ેતા રેIઝNO ગણા ે(= RTH)

4. થીવીનીન સમક� VTH અને RTH સીરીઝમાં ધરાવે છે

ઉદાહરણ અૅlmકેશન:

લાેડ RL સાથ ેમૂળ જ/ટલ સ/ક0 ટ

RL દૂર કરાે અને VOC = VTH શાેધાે

]ાેતાેને /ન?�ય કરાે અને RTH શાેધાે

સરળીકૃત થીવીનીન સમક� સાથે RL ફરીથી :ેડાે

મેમરી ટ< ીક: "TORV: Thevenin's Open-circuit Resistance and Voltage"

!"ન 3(અ) OR [3 ગુણ]
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રેIસPાેકલ 
સ/ક0 ટ

A

અેમીટર B નેટવક5 C

V

મૂળ 
સ/ક0 ટ

A

V B નેટવક5 C

અેમીટર

!"ન 3(અ) OR [3 ગુણ]  
રેNસ!ાેNસટી થીયરમ લખાે અને સમfવાે.

ઉ8ર:

રેNસ!ાેNસટી NસOાંત: અેક લી/નયર, બાઇલેટરલ નેટવક5 માં, :ે અેક શાખામાં વાેMેજ ]ાેત બી� શાખામાં કરંટ ઉ�� કરે છે, તાે તે જ વાેMેજ 
]ાેત, : ેબી� શાખામાં મૂકવામાં અાવે, તાે તે Pથમ શાખામાં સમાન કરંટ ઉ�� કરશે.

 

ગgણતમાં: :ે શાખા 1માં વાેMેજ V₁ શાખા 2મા ંકરંટ I₂ ઉ�� કરે છે, તાે શાખા 2માં વાેMેજ V₁ શાખા 1માં કરંટ I₂ ઉ�� કરશે.

મયાQદાઅાે: ફT નીચેના લ�ણાે ધરાવતા નેટવક5  માટે લાગુ પડે છે:

લી/નયર ત2ાે

બાઇલેટરલ ત2ાે (ડાયાેડ, ટV ાefNર નહ�)

અેક wતં` ]ાેત

મેમરી ટ< ીક: "RESWAP: REciprocity SWAPs Position with identical results"

!"ન 3(બ) OR [4 ગુણ]  
જરુરી સFમકરણાે સાથે નાેડલ અેનાUલNસસ સમfવાે.

ઉ8ર:

નાેડલ અેનાUલNસસ: અેક સ/ક0 ટ અેના[લIસસ તકનીક જ ેસ/ક0 ટ ઉકેલવા માટે નાેડ વાેMેજનાે ઉપયાેગ કરે છે.

પગલા:ં

1. રેફરO નાેડ (�ાઉb) પસંદ કરાે

2. બાકીના નાેડ્સને વાેMેજ વે/રયેબલ સા}પાે

3. દરેક નાેન-રેફરO નાેડ પર KCL લાગુ કરાે
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G₁

G₂
G₃

I₁

I₂
નાેડ 
1

�ાઉbનાેડ 
2

+

VS X RS Y RL

Z

4. પ/રણામી સમીકરણ IસNમને ઉકેલાે

ઉદાહરણ સ@કA ટ:

 

સમીકરણાે:

નાેડ 1: I₁ = V₁G₁ + (V₁-V₂)G₃

નાેડ 2: I₂ = V₂G₂ + (V₂-V₁)G₃

મેમરી ટ< ીક: "NKCV: Nodal uses KCL with Voltage variables"

!"ન 3(ક) OR [7 ગુણ]  
મેnoમમ પાવર ટ< ાbફર થીયરમ લખાે અને સમfવા.ે

ઉ8ર:

મહ8મ પાવર ટ< ાbફર NસOાંત: અેક ]ાેત સાથે :ેડાયેલ લાેડ મહxમ પાવર nારે મેળવશે Bારે તેનાે રેIઝNO ]ાેતના અાંત/રક રેIઝNO 
બરાબર હાેય.

 

!માણ:

1. સ/ક0 ટમાં કરંટ: I = VS/(RS + RL)

2. લાેડમાં પહા}ચતાે પાવર: P = I²RL = (VS²RL)/(RS + RL)²

3. મહxમ પાવર માટે, dP/dRL = 0

4. ઉકેલતાં: (VS²(RS + RL)² - VS²RL·2(RS + RL))/(RS + RL)⁴ = 0

5. સરળ કરતાં: (RS + RL)² = 2RL(RS + RL)

6. વધુ સરળ કરતા:ં RS + RL = 2RL

7. તેથી: RS = RL

મહ8મ પાવર: Pmax = VS²/(4RS)
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સ@કA ટ !કાર રેઝાેનb પર ઇaીડb અેિqm@ફકેશન

Iસરીઝ Gૂનતમ (મા` R) વાેMેજ (VL અથવા VC = Q×VS)

પેરેલલ મહxમ (R²/r) કરંટ (IL અથવા IC = Q×IS)

A

R B

L

મેમરી ટ< ીક: "MaRLRS: Maximum power when load Resistance equals Source Resistance"

!"ન 4(અ) [3 ગુણ]  
શા માટે Nસ@રઝ રેઝાેનંસ સ@કA ટ વાેDેજ અેિqmફાયર અને પેરેલલ રેઝાેનંસ સ@કA ટ કરંટ અેિqmફાયર તરીકે વતd છે?

ઉ8ર:

Nસરીઝ રેઝાેનb વાેDેજ અેિqmફાયર તરીકે:

રેઝાેનO પર, Iસરીઝ સ/ક0 ટ ઇoીડO Gૂનતમ (મા` R) હાેય છે

L અથવા C પરનાે વાેMેજ ]ાેત વાેMેજ કરતાં ઘણાે વધારે હાેઈ શકે

વાેMેજ મે��/ફકેશન ફેcર = Q = XL/R = 1/R√(L/C)

L અથવા C પરનાે વાેMેજ = Q × ]ાેત વાેMેજ

પેરેલલ રેઝાેનb કરંટ અેિqmફાયર તરીકે:

રેઝાેનO પર, પેરેલલ સ/ક0 ટ ઇoીડO મહxમ હાેય છે

L અથવા C માંથી પસાર થતાે કરંટ ]ાેત કરંટ કરતાં ઘણાે વધારે હાેઈ શકે

કરંટ મે��/ફકેશન ફેcર = Q = R/XL = R√(C/L)

L અથવા C માંથી પસાર થતાે કરંટ = Q × ]ાેત કરંટ

કાેsક:

મેમરી ટ< ીક: "SeVoPa: Series Voltage, Parallel current amplification"

!"ન 4(બ) [4 ગુણ]  
કાેઇલ ના Q નુ સમીકરણ તારવા.ે

ઉ8ર:

કાેઇલનાે Q-ફેZર:

 

તારણ:

1. Q-ફેcર Rાlાmયત: Q = Nાેર થયેલી ઊ:5 / Pyત સાયકલ વેડફાયેલી ઊ:5
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Input R L C Output

2. ઇbcરમાં સં�/હત ઊ:5 = (1/2)LI²

3. રેIઝNરમાં વેડફાયેલી પાવર = I²R

4. Pyત સાયકલ વેડફાયેલી ઊ:5 = પાવર × સમય અવmધ = I²R × (1/f)

5. તેથી: Q = ((1/2)LI²) / (I²R × (1/f))

6. સરળ કરતાં: Q = 2π × (1/2)LI² × f / (I²R)

7. Q = 2πf × L / R = ωL / R

અંFતમ સમીકરણ: Q = ωL / R = 2πfL / R = XL / R

મેમરી ટ< ીક: "QualityEDR: Quality equals Energy stored Divided by energy lost per Radian"

!"ન 4(ક) [7 ગુણ]  
Nસ@રઝ R-L-C સ@કA ટ માટે Nસ@રઝ રેઝાેનંસ @tuંસી નુ સમીકરણ તારવાે.

ઉ8ર:

Nસરીઝ R-L-C સ@કA ટ:

 

તારણ:

1. Iસરીઝ RLC સ/ક0 ટની ઇoીડO: Z = R + j(XL - XC)

2. Bાં: XL = ωL અને XC = 1/ωC

3. રેઝાેનO પર, XL = XC (ઇbdcવ અન ેકેપેIસ/ટવ /રઅેcO સમાન હાેય છે)

4. તેથી: ωL = 1/ωC

5. ω માટે ઉકેલતાં: ω² = 1/LC

6. રેઝાેન� /��Oી: ω₀ = 1/√(LC)

7. /��Oી f ના સંદભ5મા:ં f₀ = 1/(2π√(LC))

રેઝાેનb પર લiણા:ે

ઇoીડO Gૂનતમ (સંપૂણ5 રેIઝtNવ: Z = R)

કરંટ મહxમ (I = V/R)

પાવર ફેcર અેકમ (સ/ક0 ટ રેIઝtNવ લાગે છે)

L અને C પરના વાેMેજ સમાન અને yવપરીત હાેય છે

મેમરી ટ< ીક: "RES: Reactances Equal at Series resonance"

!"ન 4(અ) OR [3 ગુણ]  
કપv સ@કA ટ શુ છે? સેw ઇંડZંસ અને xુyુઅલ ઇંદZંસ ની (ા*ા અાપાે.
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સેકbરી Pાઇમરી

A

L1

B

C

L2

D

M

ઉ8ર:

કપv સ@કA ટ્સ: બે અથવા વધુ સ/ક0 ટ્સ જ ેમે�ે/ટક રીતે :ેડાયેલી હાેય, જથેી તેમની પર�ર મે�ે/ટક ફીZ �ારા ઊ:5 અેકમાંથી બી:માં 
ટV ાOફર થઈ શકે.

 

સેw-ઇ^Zb (L): અેક સ/ક0 ટનાે ગુણધમ5 જનેા �ારા કરંટમાં ફેરફારથી તે જ સ/ક0 ટમાં સે�-ઇu�ુv EMF ઉ�� થાય છે.
L = Φ/I (મે�ે/ટક �લ{નાે તેને ઉ�� કરતા કરંટ સાથેના ેગુણાેxર)

xુyુઅલ ઇ^Zb (M): અેક સ/ક0 ટનાે ગુણધમ5 જનેા �ારા અેક સ/ક0 ટમાં કરંટમાં ફેરફારથી બી� સ/ક0 ટમાં EMF ઇu�ુસ કરે છે.
M = Φ₂₁/I₁ (સ/ક0 ટ 1 મા ંકરંટને કારણે સ/ક0 ટ 2 મા ં�લ{નાે ગુણાેxર)

મેમરી ટ< ીક: "SiMu: Self in Mine, Mutual in Yours"

!"ન 4(બ) OR [4 ગુણ]  
કાે-અે@ફNસઅંટ અાેફ કપUલV ગ(K) નુ સમીકરણ તારવાે.

ઉ8ર:

કપUલV ગનાે ગુણાંક (k):
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કપZ 
કાેઇi

A

L1

B

C

L2

D

M

 

તારણ:

1. બે કાેઇi વ9ેના ે�ુ�ુઅલ ઇbcO (M) અાના પર અાધા/રત છે:

કાેઇiનાે સે�-ઇbcO (L₁ અને L₂)

ભાૈyતક ગાેઠવણ (ન�કતા અને /દશા)

2. મહxમ શ� �ુ�ુઅલ ઇbcO: Mₘₐₓ = √(L₁L₂)

3. કપ[લ@ ગનાે ગુણાંક Rાlાmયત: k = M/Mₘₐₓ

4. તેથી: k = M/√(L₁L₂)

લiણાે:

k ની રે� 0 (કાેઈ કપ[લ@ ગ નહ�) થી 1 (પૂણ5 કપ[લ@ ગ) સુધી

k ભૂhમyત, /દશા/નદ�શન અને મા�મ પર અાધા/રત છે

સામાG ટV ાOફાેમ5ર: k = 0.95 થી 0.99

અેર-કાેર કાેઇi: k = 0.01 થી 0.5

મેમરી ટ< ીક: "KMutual: K Measures Mutual linkage proportion"

!"ન 4(ક) OR [7 ગુણ]  
Nસ@રઝા RLC સ@કA ટ મા R=30Ω, L=0.5H, અને C=5µF છે. (૧) Nસ@રઝ રેઝાેનંસ @tલuંNસ (૨) Q ફેZર (૩)BW ની ગણતરી કરા.ે

ઉ8ર:

અાપેલ:

રેIઝNO, R = 30Ω
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પેરામીટર સૂM મૂ{

રેઝાેન� /��Oી (f₀) 1/(2π√(LC)) 100 Hz

�ાે[લટી ફેcર (Q) (1/R)√(L/C) 10.54

બેbyવડ્થ (BW) f₀/Q 9.56 Hz

ઇbcO, L = 0.5H

કેપેIસટO, C = 5µF = 5×10⁻⁶F

ગણતરી:

(૧) Nસરીઝ રેઝાેનb @tubી:

f₀ = 1/(2π√(LC))

f₀ = 1/(2π√(0.5 × 5×10⁻⁶))

f₀ = 1/(2π√(2.5×10⁻⁶))

f₀ = 1/(2π × 1.58×10⁻³)

f₀ = 1/(9.9×10⁻³)

f₀ = 100.76 Hz

f₀ ≈ 100 Hz

(૨) Q ફેZર:

Q = (1/R)√(L/C)

Q = (1/30)√(0.5/(5×10⁻⁶))

Q = (1/30)√(100,000)

Q = (1/30) × 316.23

Q = 10.54

(૩) બે^Fવડ્થ (BW):

BW = f₀/Q

BW = 100.76/10.54

BW = 9.56 Hz

કાેsક:

મેમરી ટ< ીક: "RQB: Resonance Quality determines Bandwidth"

!"ન 5(અ) [3 ગુણ]  
અેટે|ુટર નુ વગ}કરણ કરાે.

ઉ8ર:

અેટે|ુઅેટસQ: રેIઝNસ5નું નેટવક5  જ ેyવકૃyત yવના Iસ�લ લેવલને ઘટાડવા (અેટેGુઅેટ) માટે /ડઝાઇન કરવામાં અાવે છે.
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અેટેGુઅેટસ5

/ફ� અેટેGુઅેટસ5 વે/રઅેબલ 
અેટેGુઅેટસ5

T-
Pકાર

π-
Pકાર

?!�-T લે/ટસ Nેપ 
અેટેGુઅેટસ5

ક?�Gુઅસલી 
વે/રઅેબલ

અેટે|ુઅેટસQના !કાર:

 

કાે��ગરેશન અાધા/રત:

T-!કાર: `ણ રેIઝNર T-અાકારની કાે��ગરેશન

π-!કાર: `ણ રેIઝNર π-અાકારની કાે��ગરેશન

~.�-T: T-Pકાર સાથ ેઅેક રેIઝNર અારપાર :ેડાય

લે@ટસ: ચાર રેIઝNસ5 સાથે બેલેuv કાે��ગરેશન

IસમેટV ી અાધા/રત:

Nસમે@ટ<કલ: સમાન ઈનપુટ અને અાઉટપુટ ઇoીડO

અNસમે@ટ<કલ: અલગ ઈનપુટ અને અાઉટપુટ ઇoીડO

મેમરી ટ< ીક: "ATP Fixed: Attenuator Types include Pad, Tee, Lattice"

!"ન 5(બ) [4 ગુણ]  
અેટે|ુઅેશન અને નેપર વ�ેનાે સંબંધ તારવાે.

ઉ8ર:

અેટે|ુઅેશન અને નેપર વ�ેનાે સંબંધ:

અેટે|ુઅેશન (α): ઇનપુટ વાેMેજ (અથવા કરંટ)નાે અાઉટપુટ વાેMેજ (અથવા કરંટ) સાથેનાે ગુણાેxર, yવyવધ અેકમાેમા ંRT.

નેપર (Np): ગુણાેxરનાે નેચરલ લાેગે/રધhમક અેકમ, મુl2ે ટV ાOhમશન લાઇન [થયરીમા ંવપરાય છે.

તારણ:

1. વાેMેજ ગુણાેxર V₁/V₂ માટે:

નેપરમાં અેટેGુઅેશન = ln(V₁/V₂)

ડેIસબલમાં અેટેGુઅેશન = 20log₁₀(V₁/V₂)

2. પાવર ગુણાેxર P₁/P₂ માટે:

નેપરમાં અેટેGુઅેશન = (1/2)ln(P₁/P₂)

ડેIસબલમાં અેટેGુઅેશન = 10log₁₀(P₁/P₂)

3. dB અને નેપર વ9ેનાે સંબંધ:

1 નેપર = 8.686 dB
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અેકમ વાેDેજ ગુણાે8ર પાવર ગુણાે8ર

નેપર (Np) ln(V₁/V₂) (1/2)ln(P₁/P₂)

ડેIસબલ (dB) 20log₁₀(V₁/V₂) 10log₁₀(P₁/P₂)

Input R1 Junction

R1 Output

R2 Ground

1 dB = 0.115 નેપર

કાેsક:

મેમરી ટ< ીક: "NED: Neper Equals Decibel divided by 8.686"

!"ન 5(ક) [7 ગુણ]  
Nસમે@ટ<કલ T અેટે|ુઅેટર માટે R1 અને R2 ના સમીકરણાે તારવાે.

ઉ8ર:

Nસમે@ટ<કલ T અેટે|ુઅેટર:

 

તારણ:

1. કેરેc/રtNક ઇoીડO Z₀ સાથેના Iસમે/ટVકલ T-અેટેGુઅેટર માટે:

ઇનપુટ અને અાઉટપુટ ઇoીડO બંને Z₀ બરાબર હાેવા :ેઈઅે

અેટેGુઅેશન રેIશયાે N = V₁/V₂ = I₂/I₁

2. સ/ક0 ટ અેના[લIસસથી:

Z₀ = R₁ + (R₂(R₁))/(R₂+R₁)

N = (R₁ + R₂ + R₁)/R₂ = (2R₁+R₂)/R₂

3. R₁ અન ેR₂ માટે ઉકેલ:

R₁ = Z₀(N-1)/(N+1)

R₂ = 2Z₀N/(N²-1)

4. dB (α) માં અેટેGુઅેશન માટે:

N = 10^(α/20)

R₁ = Z₀·tanh(α/2)
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R₂ = Z₀/sinh(α)

અંFતમ સમીકરણાે:

R₁ = Z₀(N-1)/(N+1)

R₂ = 2Z₀N/(N²-1)

મેમરી ટ< ીક: "TSR: T-attenuator Symmetry Requires equal R1 values"

!"ન 5(અ) OR [3 ગુણ]  
Nસમે@ટ<કલ ~બ્રજ T અને Nસમે@ટ<કલ લે@ટસ અેટે|ુઅેટર ની સ@કA ટ દાેરાે.

ઉ8ર:

Nસમે@ટ<કલ ~.જ-T અેટે|ુઅેટર:

Nસમે@ટ<કલ લે@ટસ અેટે|ુઅેટર:

લiણાે:

1. ~.જ-T: T અને π અેટેGુઅેટસ5ની yવશેષતાઅાે સંયાે�જત કરે છે, ઉ9-/��Oી અે��કેશન માટે યાે�ય

2. લે@ટસ: ઉxમ ફેઝ અને /��Oી /ર�ાેO સાથેની બેલેuv કાે��ગરેશન, સામાG રીતે બેલેuv લાઇOમાં વપરાય છે

                R1
   A o--------/\/\/\--------o B
              |      |
              |      |
              \      /
              /  R3  \
       R2     \      /
   o---/\/\/\--+     +----o
   |                      |
   o----------------------o
   C                      D

           R1
   A o----/\/\/\----o B
      \            /
       \          /
        \        /
     R2  \      / R2
          \    /
           \  /
            \/
            /\
           /  \
          /    \
         /      \
    R1  /        \
     C o--\/\/\/--o D
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પેIસવ 
/ફMસ5

લાે પાસ /ફMર હાઇ પાસ /ફMર બેb પાસ 
/ફMર

બેb Nાેપ 
/ફMર

અાેલ પાસ 
/ફMર

મેમરી ટ< ીક: "BL-BA: Bridge Ladder, Balanced Attenuators"

!"ન 5(બ) OR [4 ગુણ]  
@tuંસી ને અાધારે @ફDર નુ વગ}કરણ કરા ેઅને સાથ ેપાસ બ�ડ અને ]ાેપ બ�ડ દશાQવતા @tuંસી @ર�ા�સ દાેરાે.

ઉ8ર:

@tubી અાધા@રત @ફDરનું વગ}કરણ:

 

@tubી @ર�ાેb:

1. લા ેપાસ @ફDર: કટઅાેફ નીચેની /��Oી પસાર કરે, ઉપરની અેટેGુઅેટ કરે

2. હાઇ પાસ @ફDર: કટઅાેફ ઉપરની /��Oી પસાર કરે, નીચેની અેટેGુઅેટ કરે

3. બે^ પાસ @ફDર: ચાે�સ બેbની અંદરની /��Oી પસાર કરે

Gain |
   1 |****
     |    ****
     |        ****
   0 |------------****----
     |
     +----------------------
        0     fc        f →

Gain |
   1 |            ****
     |        ****
     |    ****
   0 |****-----------------
     |
     +----------------------
        0     fc        f →
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4. બે^ ]ાેપ @ફDર: ચાે�સ બેbની અંદરની /��Oી /રજcે કરે

મેમરી ટ< ીક: "LHBBA: Low High Band-pass Band-stop All-pass"

!"ન 5(ક) OR [7 ગુણ]  
Constant-k લાે પાસ @ફDર ના T સે3ન અને Π સે3ન દાેરાે અન ેકટ અાેફ @tuંસીન ુસમીકરણ તારવાે.

ઉ8ર:

T-સે3ન Constant-K લાે પાસ @ફDર:

π-સે3ન Constant-K લા ેપાસ @ફDર:

Gain |
   1 |        ****
     |    ****    ****
     |   *          *
   0 |***-------------***--
     |
     +----------------------
        0   f1   f2     f →

Gain |
   1 |***             ***
     |   *           *
     |    ***     ***
   0 |        *****
     |
     +----------------------
        0   f1   f2     f →

           L/2            L/2
   o------UUUUUU------UUUUUU-------o
   |                               |
   |                               |
   |                               |
   |              C                |
   |              |                |
   o--------------+----------------o
   Input                        Output
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કટઅાેફ @tubીનું તારણ:

1. Constant-K /ફMર માટે:

Z₁ × Z₂ = R₀² (કેરેc/રtNક ઇoીડO વગ5)

Z₁ = jωL (Iસરીઝ ઇoીડO)

Z₂ = 1/jωC (શ� ઇoીડO)

2. તેથી:

R₀² = Z₁ × Z₂ = jωL × 1/jωC = L/C

R₀ = √(L/C)

3. પાસ બેb કqbશન:

-1 < Z₁/4Z₂ < 0

-1 < jωL/(4 × 1/jωC) < 0

-1 < -ω²LC/4 < 0

4. કટઅાેફ /��Oી પર:

ω²LC/4 = 1

ωc² = 4/LC

ωc = 2/√(LC)

fc = ωc/2π = 1/π√(LC)

અંFતમ સમીકરણ:

કટઅાેફ /��Oી fc = 1/π√(LC)

મેમરી ટ< ીક: "KCLP: Konstant-k Cutoff in Low Pass depends on L and C product"

          L
   o------UUUUUU---------o
   |                     |
   |                     |
   |                     |
   |                     |
  ---                   ---
  --- C/2               --- C/2
   |                     |
   |                     |
   o---------------------o
   Input              Output
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